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We would like to further illustrate the above points by citing conditions which we found not to result in
successful growth of a buried CoSi, layer in Si. Implantation temperatures of 77 ° K, room temperature, and
260°C all resulted in an amorphous Si surface and/or failure to form a buried Co-rich layer. Frequently,

_when annealing such low temperature implant samples at 1000 ° C, migration of the Co to the surface was
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which is ave a vant ageous conductive 20 characteristics.. Exanple
I A (100)Ex dl@ﬂt & urist eﬁl@a&n@r(}osﬁllé@aﬂ?%n@& BYBRGRStaf suBstdnBdlly QB bseisl it Eﬁhi‘p)leque '
was at t achegcdoling thPRBNRRaE inplahtterfderdtiral ] sBout 880 -icTPE MateRérg) B aBous b BiMEVemS tet eel
bl ockgmai anadoQ@Q @but FN0Uhent fhe \§i blendysi & thecldRiing thete@emiana isteteel MOS deeicéshe
nom nal i R @educddeByRRahithE technidUas Sncaitiag proedndeenticai20Mka V4 the Burfed (CoBiz dgyerut
10 [err] fsuctha thelatsuaayet @Aves aLtutied gsdalanect ed [err] off normal at the Si
waf er.  Thexdbple V: A BYloSihiSk thteloritaxiabsiruGire i fprmedfstlestantialyrps dasrrind Bf Eemele 15 ant
the waf er theeSi ovemleyer a0fadh ¢ritshlevanef $ids 9PMOWMBE.or about 1 hour at | errJs

fol | oved HExampl@l: i heteraepitaxial RHEtHA i rme&tsuawea"v:asvh@af"ﬁﬁs ﬁmauew the Si

het er ost r |¥eriayes a@&rﬁ"&?ﬁ‘?“ﬁl‘?y%{ﬁbﬁéﬂﬁ'ﬁ&’?@ %5’ NB® nm t hi ck bur ngle ..
crystal [ damoi Xlich (109 otisies G50y & oppLn f varions iipay b °§; °
st r.uct ur e SPRSTERTE @3 dencibedin, Pampier i, oxch taé A %’g%f "ﬂ%\ | mz%: y ég Fﬁ?-g
15, and ¢ 0% gPREPL e *ﬁé'vﬁ"??&d[“@feﬂs anhepleg;a S S b i Feete
Iayers‘ﬁs B I¥Ehy mesotaxy in a (111)-oriented Si wafer substantlally as
descri begl @]5 Exanpl e 1. except that the nom nal inplant tenperature is
about 30 the ion energy is 400keV, the inplant dose is [err], the

thicknesg of mtatlﬂgd Wh&&&b@‘mg[@gé‘rﬂlcdné{%ﬁtf dbvice AddRBlising /4 fird{TinatSdnl bbdﬂjaind05 sédosd Si
over| gyer insaddBiOer drtlddadd withi @131boy, thelmetndd EdeiiRbing ayer is formed by nesotaxy
in a (100) okj@malidi alingwtnRital eHishdutbi fadtimatedd bady havingle swjpi fbgfebei N Exanpl e |,
except that sphslaatrgi @lidagt &qwaemicalBheeles irdd thedirsametelll bbdynat @ predaterplngdhimsen
sequent i al | y dephiBeidvemel nbjongirtapiot ta bady sudvtbat abyrieslispéctssdieh laggy egsullsas hi gh
conductivity and is of good crystalline quality. Exanple IV: A buried
epitaxial [err] layer is formed by mes€t axy substantially as described in
Exanpl e |, except that the nom nal inplant tenperature is about [err], the
ion energy is about 1.5 MeV and the
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the Si overlayer a 0.5 [err] epitaxial layer of S is grown by MBE. 45 Y
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¥ ' ion dose is about [err]. In the Si overlayer of
het er oepi t axi al structure MOS devices are produced b mgmﬁm E“[ﬂ“\
t ¢chni ques, including providi ng egpqririigagaigicont act t weds[ eFr ]

Iayer such that the buried | ayer serves as buried ground plane. Exanple V:
Ai[err] heteroepitaxial structure is formed substantially as described in
Exarrpl e |. O bdabtr&itingthe ihdapted badyOsuh thatrthe busipd sregipaich|laypeis trerfsfoBned igtodireown
by MBE. 45 se@rcimpletal \dver, jhe lsesordt malgriat keitiocd subsiantidly loishiprgetficoeampgund different
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ghem cal spgsigs into the first material body at a predeterm ned mean depth

iel owsthe major surface of .the body such that a buried species-rich |ayer
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esul ts; 38 The nielho8 ofcfdm 2 3¢heBib the semiconductor is selectdd fronCthe group consistingbf Si andSie. * ¢)
eat treati ng the inplanted body such that the buried species-rich layer is
{r ansf or MedTherrhethadhaé ciiac d.nwhereint the isenhicondueter is siligen. e whaleinrihe cohpraikal [seqciey i
subst ant i al delpcted tore Hie @reer eingistiog AifeuNdCrTif Y. antMe- from the first material and
conpri2ing the inplanted chem cal species; and d rTrP' eting the

ranOt4ct dr eThsf methied Qlofifim oh By duawoaémp@tatw" 1’ somias FRP ZEITIR) THAT
L)t he' chenP@BiraY| éb%?"gﬁf 2t S F e but $408 eGr Preigpe %f%mﬁ'am Wih &) energp Ok o
such that t éea§té’ef 11d Ot aﬁ ﬁeplc rigeg haating 198 o4 PR %{'Iteldfu%s"ﬁﬁ % BPOLFEP " ayer
11) egl t axi"arengd 19 R4 9PE body (10 12) in which the second

materi‘al r e di
secon::I it 2%?& é%d msf" ? hep_M" :%‘% S .fjaﬂénéﬁﬁ the I(gg?ebﬁa%y:cﬁﬁsa{‘ h%ﬁftc ur| ng
i on i nplantation havi ng 3 nom naI t enper at ure above room

tenmper at yf erpg metﬂgaeofrE?aIerdwl%f'elrpih@'aﬁbla cobHBésCaelbditBnic BEVico2dn stdpPd) 2dipridesi t N
an enegpgy Ofroiding edhid foﬂrhéi&hb oibBdarddntac Rlh 1ME SdcBhd matétialayehem cal species is
sel ected fromthe group of .el enents having atom c nunber greater than 8. 15

3. The nmt hu@ mdthoalobdiam 4, whateerti majdr Ba@faseiraidenstiapptogimatelg ag@beotfasd. from t he
group consisting of Si and Ge. 4. The method of claim 3, wherein the

senm cond@ct Be methasi ¢fi atam 3, mimkiihe rsemipondimtor Ghdyhis gafie Sprtyc prsiswherpins b ehamied! f r om
t he grasup cemesesisCpg of Co, N, Cr, Ti, Y, and My. 20 5. The nethod of
claim4, wherein during ion i npl antation the seni conduct or body has a

nom nal t1@nfheregthedef ¢lzimihehereinfipe & ?W‘%Gﬂiax'f"étd?ﬂwf"@? %TS'G'tm["@r’P?]‘“tsI‘I?c‘? ons
are |rrpl anted Wlth an energ of at |east ab

conpgi sedh&%t | %f Pig R tprmicgply tf”ahﬂ° yt's 2 'F°é’ﬁ*p%'? y?"ﬁ'?'gq'?e e’%t Y ange
fromaBout FEPY F’Steﬁ%ﬁlf °s[3 ‘I"]theﬁrgqum" 20 9FS %% claim4, wherein the
second menber of the group con3|st| ng of [err], [er]r with O
< X < 1”84%?5%??1%&eth0d of claim1, wherein the article conprises an

el ectroni€ deishief zurdBfiofhin “EQInQ')HaFBQMInr§ﬁ§r1g3IQt sinem KUY biflkds tistdFENIdRGialk Qfid dimeki Ng-
el ectrjscal [QRMAGHpekbitddbdtiBRn SR Khes BcREr MiteriaB Ydbei dds Veliamredihthged of cl ai m
4, wherein t hg gERitilerSdick 3Risiafined Ko Ip6ra Tbs i Matdriam imitl elnecHaudiotb)fiashe; f ace. 9.
The net hod Of b) Gh@ériibran waMitRfeRs éindr BiRorisenEn(Speaslisai 0en Kifnghy déssersterGatirtatybei @imed
wherein the clhaastiten3bitieren TRpatee Sori Hauglioherfiddhe dé$ E6mert.vodhB sich einaivergrabens
wher ei n st ep sthichtpdiPreich es ded |Spézix istlelgipt. deposi ting material on the mgj or
surface. 11. Givéimelehandelmfiesdhpiantiorted KSwaprarsedal dielvergeaberio@p der kpezias rejefgypehight o Si
body, and wheinedi 2véite l@gwr@mcau hygesieis 0Midt webehrdpepvellp Malerialhejags fin medslienqe
group consi st¥¥Rylomptisshe Avramuensatzinpigt. disrvarsdysret R SrSten\Waiighift upl g mplantierte

Her st el | ung efa@ischasrpaiesiumiBlernsy i cht u ng m i ei nem K6rper eines ersten
Mat er i a| S undd)élewelpténdlgen der Herstellung des Halbleiterkorpers,
dadurch gekennzeichnet, daB
o) die chemische Spezies, die Implantierungs- und Warmebehandlungsbedingungen so ausgewahit
sind, daB die Schicht zweiten Materials eine im wesentlichen einkristalline Schicht (11) ist, die zu
dem K&rper ersten Materials (10, 12) in weichem die Schicht zweiten Materials eingebettet ist, im
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das Verfahren unfaBt: a) Bereitstellen eines ein ers des
ersten Materials mt einer Hauptobegd bAghes2 i) | em vweni gstens
ei'ner chenmi scheén Spezies in den Kdrper des ersten ’Mat erials bei einer
vorbestimten nittleren Tiefe unter der Haupt ober f| Ache des Korpers, sodaB
si ch ei ne ver graprafiehegcapitadat ist, (jobsirdiq Eitferiahlachapsu®p awipaben prstom @ giwiitem Nigterial

c) WAr nebehandéiepiol| & 5"/7'@?“&9&“?‘% reRehdex fpiparresstend¥inipsipls d’?'@'eﬂf’eqeg%ﬂ?@r?@"t&wnd gipe
Spezi es rei che NSEHeTRASEatyr Qbespalb vouBrumiernageals I3l schi cht ungesetzt wird, wobei
das zwei te Mat er i aI e| ne im wesentl | chen st bchi onmet ri sche Zusarmenset zun
ist, diebv rs\éeﬁf d gﬁ's Beh h flie j leren /i) ol Ep Iqséen?: &€t he
Spezies unf aB'L“bt pisl 'nz meBQé ‘1;;89 'lar’%‘f gﬁm&g}e PREFISY é‘fsl q.?h “8%"‘5 o i |
Hal kl @i t er kor pers a,g ' “sgew ur ch gekennzel chnet, daB e) die ‘
chenTsche %Peidrﬁrﬁe ﬁdcg Q[%!.cﬁ’\t n%‘tﬂﬂ&ﬁ “deH RSiNY E(E%P%dé. %H&%@%@&&Q%Q%pﬁé’
ausgewahjt sqbggs (i e tZwel ten Materials elrne 1muwesentli chen

ei nkristal line Schi clsﬁt (11) ist, die zu dem Kérper ersten Materials (10,
12) in wel ghevardirén fuchi smbfruchViiid RBlcHYR & iHalbRitd ShBRREET @b ih Meichdm i chemideRs O
271232 Bl wessekibd £8Q6r a9 Cb, MK IORITi,ivSind MYBBQéneReR Grdphd SUshNahipiBpassung

zwW schen erstemund zweitem Material weniger als 5% betragt und wobei der
K6r per emsstsenvedairer nathSAnspdiche s din defchénd méifrentD dernibheaimplagtaiion Nder [Nableitesidrer aihelr
ober hal b von Ratetnperzariat Bereidnhavbn urigefsdy. 30VeC bialngefihn300hC Aatsqie leadm rilit einen Energie
wel chem di e Yoprenigsterts WP rkeY irfiatiqyi werdeynundeSthdfs tledes He@en Ides/mit riqriea imbplantigrien
ver den, und i $rbsiestscivbsinadiegpernieningistrich Spregrioef8hr 0@ Colis ungefifls 18000 Eumiblement e
mt einer Protonenzahl groier als 8 ausgewdhlt ist. 3. Verfahren nach
Anspyycho1, 6. j YerigRpn nash ABRRRICYfh it elhprm das, Zpesite) Materal, ein ditglige der(Grunpe ist figee 895
G uppe 10 'ﬁ'a @?frﬂl’ﬁ'zt“rﬁ"&x"'"tlxs'z\/@??él’fr<eh° REXt Anspruch 3, in vvel chem der

45 i n dem Kbr per eingebetteten Schicht ein zwmm wobei ‘

Hal bl ei ter | CI um | und ie chem sch eE H r?

Co, Ni, o T aﬁ %e"aﬁE ﬁ?“f’ 8 ‘“%9 crnfaft und
dhr ung vo nrichtungen Zur qu elektnsc er I!] k{les Zur &chlcht

Verfahr ep nac t || u ! chem onenl an 1 on

Hal bl ei ter kor per el ne nn errper atur im Bereich von ungef ahr 300 e Chbhis

yngef ahy SQQ Veerxrgiarnacth% rluangnmmvélch@l'nntﬂé rﬁﬁlﬁ&b@h@ch&%n?eﬁ&{sg%é‘r{&ﬁerﬂgﬂe if‘@M
i mpl antiert wesdd@bheUstd Scﬁrl tt c) das Heizen des mt lonen inplantierten

Substrats auf eine Tenperatur im Bereich von ungef~hr 800 ' C bis ungefahr
1100 C waf al t veridflen Rach VRESRRI £ lih WAGHBMARS REIBIGIHrkSrpel 6in \GRIKGHBIMsO@R iZ WeltHeth die
Mat eri al ei n MMeingtHeespeskarco@uppe ist, die aus CoSi2, NiSi2, CSi2 TiSi2
und CoxNil .Si2, mt 0 < x < 1,0, besteht. 7. Ver f ahren nach Anspruch 1, in
wel chem derlO Qtayfeinert savtl Arsprachel, drk vpicheims Séheitt B) Kas epiteoateg Absofieidet vom Ma®dan rift der d)
di e Ber ei t st eHduntalpriiighe Umfeft.i cht ungen zur Herstel l ung el ektri schen Kont akt es
zur Schi¥ht 25 zweiten Materials unfal 3t. 8. Verfahren nach Anspruch 4,
in wel chemdi ¥erfpiien, pash Anearuel HE: il éﬂ&%@kﬂﬂ%r@tﬂ kAo iftony n vHdem 438 he
ist. 30 9a \R¥Pighrhepschigdaqe Maedl ausifornGrupre aiacrdilistdis aupdi Yo SefthRBMper ein
Ge- Kor per pd in wel chem di e chem sche Spezies Co ist. 10. Verfahren
nach\Ans rtf'(?}‘f'mlii cafions,ei chem Schritt d) das epitaxial e Abschei den von

l;/gt e Ir In a\l/vel 31;1 gr%cfd %ﬁibeg%)a‘? [ rL ¥ acggpog Wi ?.Ezgdl% urlgbmrpy%ri L3R Sﬁ:ﬁ Q@SQF%E@@&%@

epi t axi al abg&'ﬁg i ggene ter| a aus %-}l aus EWA |st d| e aus
und GaAs best ehy .se ReIAF HlInCEkdsORS prdier maBﬁéﬁCMCd*@ucfté%bHoﬁ&hétéﬁm iqlaMrhne surface
di sposi tisf senmmddreuct eur conprenant un corps de premer mat6riau et une
couche de secomny indnfe¥ @ thoin8 Gheldspedd afithidue dalriPSorpd €e PrEMBEGE&ErR0 BT A8 aptissdue S |
et apes qui congndybraBtpréiddigrmBée BlidEssousl'ddNa G@faps maARurPrdBNdoRys, paat ebtérerUune couche !
sem - conduct eurenfouia dcheies ogdébasn ayant une surface 45 maj eure; b)

i apl anter au no ssumetie le P econparantdlireplahiation & ain dritgueent theymiques Rour qwet Brdoenhe
sur une &pai sseunfouienishermnespices- Wdmesiarhe Gecachedio sswnd meiéridugle sepoficinacrian ftent ue

du corps, pour cOMewshisensipiement glesrbiomeirianai @iférant Ide reamierspaiériay et comprenant f'espéce
) chimique implantée; et

d) terminer la fabrication du dispositif semi-conducteur;
CARACTERISE EN CE QUE
55 e) l'espéce chimique, les conditions d'implantation et de traitement thermique sont choisies de
maniére & ce que la couche de second matériau soit sensiblement une couche monocristalline (11)
épitaxiale avec le corps de premier matériau (10, 12) dans lequel est incluse la couche de second
matériau, le décalage de réseau entre le premier matériau et le second matériau étant inférieur &
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c) sounettre le corps conportant |'inplantation a un_trait ement therni que,
pour que | a couche 50 enfouie riche en especHﬂ’ﬂHﬂl‘ uﬂm en
couche de.second mat6ri au, | e secogp g@i1G3p@Es et ant'y Hmrbl enent

stoechi onbtrique different du premer mat6riau et'_.corrpcr erfant" | Sespece -
chim que inplant6e; et d) terminer la fabrication du dispositif

sem - conduct eub%, SARNITER BemiBNn@fFia@apanbbne températey nprhisatgrepériesriana porgératies
condi tions d'i APPiedrdblimelantatien des igng-enent t her mi que sont choi si es de

mani ere a ce que la couche de second nmat6riau soit sensibl ement une couche
nonocri st afl iPFPée‘yl on dh reverdicalion 1a¢Rns 'qauel desrins 98! impERfIverrestnerly daugnoing2)
dans | eduel &8fr7 HPOKq¥ gt gags l?&%?%'ﬁ%‘e&apeg%m'aum%Ps'aﬁ'?"ﬂ "2 argeRe Seiégenty avaptg8e au
entre le prefBF°ARPEFT W 1% second materiau 6tant inferieur a 10 ~ EP
0 271-232 Bl 5% et | s de_prem.er t6ri ant une tepperature. .
noni &l e sgpggolc%eﬁré%bg?ﬁ %Q{ng'ﬁ%'gfét%ggegﬁ)g}ﬁt 'ecoﬁﬂurc %%rt esf chl%'rsrb‘faasn ea?f(’luﬁenma%'%”e
ions. 2, Proc 36 selon la revendication 1, dans |equel |es ions sont

i Pl ant 6s RV Q%ockdRe sdtiACik Abendicafith SDARS 16duel 1o soibhduliBur 10 ok Reich oHals dqeauel
| adi t e espaceedpBidBhiitfie @stlchéidiians B gfhAPS cnfinB RBURENIICETIEVRINS ayant un
nunero atom que sup6rieur a 8. 3. Proced6 selon |a revendication 1, dans

| equel | e s.erProcdEnsdin i télen@iBdtio BCdahd oGRS lcGurHaOLIRBartMBS tidstibhe, 16l ordd seiicokse.
10 /4. Proc6d@uaalr aruné mpérdiediotitle dihs3a gaheisd'brebahe300 b @ 2 2aviron 600N JUIEE Bhs softSt
du {si | i ci um emplaheassavbe quee Bnekdiec 8'me oeing lonviioo G0 @eX oC étdps iop caramiend| le chiauliage edu
corstitu6 de s@siratMompddant &5 ionsYmplantdelp ur@. terflrécature dans dd gamniead'aneiroe 1880 *Cat erovpns
dans | equel, 14 °€ours de |'inplantation des ions, |le corps sem con- 15
duqteur a une tenperature nonm nale dans |a gamre d' environ 300* C a environ
500 \ G, 29 o6& FERTEIESTHION 13 PYENAINRtiaR 4adAat: legyRb leaipEqng i reatia BPPRTPN, SU @RYRer BRSS9k e Vv
et {1 et ape c)ColfiPi G- diSkziphtPNanRiz &8¢ ATt FAt conportant les ions

pl ant es g gpeéé)ée eratur e qanﬁ | a %% e .g;envie[on 800(%.tigé|q:renvi ron a11?0
| : &8 ' ShreyendieRionh greed g BSPOS{LCIRclrRnin ehisteRs P
e P e R S e

appartignt aj OFBlipé RENYE

avec 0 < x_<%l,6. 7. Proc6d6 selon |la revendication 1, dans |equel

|rarticl e gOMmieist 1lhcsBiaithio 4, Bin HolAM AoLhmabin® baME bins AR SRE ke
fourni ture d'4yg.noyen pour effectuer le contact electrique avec |a couche
de second 25 mat 6riau. & Proc6de selon |a revendication 4, dans |equel
| a surf agesNHr@BdeseRn tia AVondRRAIOS 3.603Hd loGId! 18MNRrpS $brhidAduEB@ Qs undddrps Yo GBI Q@RS
sel on | a r evaaydéicadpbarthihiqudast®ol equel | e corps sem -conduct eur est un corps
de Ge, et dans lequel |'espace chimque est Co. 10. Procede selon |la
revendi cat 1@ rPrégdédmios id reuditation 6tasdeodyl I'étepsnd) eordprérd el 84pbt épispdal duxnaidriaglsur la
mat eri au sur skfecgmeipgree naj eure. 35 11. Procede selon |la revendication 10,
dans | edtiel |e corps sem -conducteur est un corps de Si et dans |lequel le
mat 6ri au dbhdseeearelagdr reysdisation {10.daes Iequelyia £8P EerpiceRdyEiow GRS PRE dej &t objdarst
GaAs. 40 45 Hgsuejde matériau déposé par épitaxie est choisi dans le groupe constitué de Si et GaAs.
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